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GaAsPN混晶は Si基板上高効率多接合セルの材料として期待されている [1]。しかしながら、デバイ

ス特性については III-V/Si ヘテロ成長の難しさ[2]から、Siに格子定数の近い GaP 基板上での報告がほ

とんどである。本稿では、これまでに報告した GaAsPN

の導電性制御技術[3]と GaP/Si ヘテロ成長技術[4]を組

み合わせることによって Si 基板上 GaAsPN p-i-n 接合

の成長に成功したため、その電気的特性を報告する。 

Fig. 1に Si基板上 GaAsPN p-i-n構造を示す。GaAsPN

の Asおよび N組成はそれぞれ、19%および 6%であり、

この組成は Siに格子整合し、バンドギャップ 1.7 eVに

相当する組成[5]である。成長後、窒素雰囲気中 800°C

で 1 分間の熱処理を施し、ドーパントの活性化を行っ

た。その後、Si 基板上 GaAsPN p-i-n 接合では p 側に

AuZn/Alの直径 200 μmのドット電極を約 300 nm、n-Si

に AuSbのプレーナ電極を約 150 nm形成した。また、

比較のため、Fig.1の undoped-GaP/n-Si基板の部分を n-

GaP基板とした試料構造も用意した。なお、n-GaP基板

裏面電極には AuGeを用いた。 

Fig. 2に Si基板上 GaAsPN p-i-n接合の電流-電圧特性

を示す。逆方向電流は測定限界以下であり、n値 1.9、直

列抵抗 8.9 mΩcm2 の典型的な整流特性が得られた。ま

た、Table1に Si基板上および GaP基板上 GaAsPN p-i-n

接合の I-V特性のパラメータをまとめた結果を示す。逆

方向飽和電流はいずれの基板上においても、10-9 A/cm2

台であり、良好な整流性を有しているといえる。また、

Si 基板上デバイスの理想因子および、直列抵抗が GaP

基板上にくらべて高い結果となった。これは、主に、Si

基板上 undoped-GaP 層での電圧降下による影響が現わ

れていると考えられる。今後、GaP層のドーピングプロ

ファイルおよび膜厚の最適化により改善が期待できる。

結論として、N>3%の高窒素組成域の GaAsPN混晶では、

はじめて Si 基板上でデバイスの電気的特性を確認でき

た。 
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 GaAsPN 

on Si 

GaAsPN 

on GaP 

Reverse saturation  

current(A/cm2) 
4×10-9 6×10-9 

Series resistance Rs 

(mΩcm2) 

8.9 4.6 

Ideal factor n 1.87 1.45 

Fig.1. GaAsPN on Siおよび GaAsPN on 

GaPの層構造 

Fig.2. Si基板上 GaAsPN p-i-n接合の 

電流-電圧特性 

Table 1. 電流-電圧特性 
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